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Título del Trabajo: Estudio de la electrostática de transistores de efecto campo basados en grafeno bicapa artificialmente 

apilado 
Tipología del Trabajo:                 
(Segun punto 3 de las 

Directrices del TFG 

aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

   
( Marcar 

con X) 

1. Revisión bibliográfica X 4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto  

3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  
 

 
 

Breve descripción del trabajo: 

El trabajo trata de resolver la electrostática de un transistor de efecto campo, cuyo canal está formado por dos monocapas 

de grafeno artificialmente apiladas. Para ello, la alumna o el alumno tendrá que aplicar la ley de Gauss a la estructura del 

dispositivo para resolver la física del dispositivo y poder estudiar el comportamiento de la carga en el canal en función de 

los potenciales aplicados al dispositivo. 
 

Objetivos planteados: 

- Estudio bibliográfico de tecnologías 2D: grafeno y materiales relacionados 

- Resolución autoconsistente de sistemas de ecuaciones mediante Matlab 

- Redacción de un texto científico y representación de resultados 
 

Metodología: 

- Revisión bibliográfica 

- Definición de la estructura del dispositivo 

- Desarrollo del diagrama de bandas de energía de la estructura 

- Resolución de la electrostática 

- Comparación de resultados teóricos con medidas experimentales de la literatura 

- Redacción de la memoria 
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